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Abstract: In acesti lucrare s-a descris metodica de proiectare a convertoarelor pentru motoare reluctante
de tractiune. Proiectarea converotarelor actual se face utilizind softuri specialitzate, cum ar fi Smisell si
altele, insa in lucrare se propune o variant de calcul clasica, care asigurd varianta optima a sistemului
electromecanic proiectat. Totodatda se analizeazd topologia schemelor convertoarelor pentru motoarele
reluctante de tractiune. Deasemenea se propune o variantd de calcul §i alegerea driver-ului pentru comanda
ventilelor IGBT, dupd care se prezinta schema de fortd, de comanda si de monitorizarea a curentului.
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Calculul si alegerea modulelor IGBT

Ca rezultat al evolutiei rapide a tehnologiilor echipamentelor semiconductoare de putere in primul rind
MOSFET si IGBT, deasemenea a echipamentelor de comandd — driver-elor si microcontrolerelor,
proiectantul convertoarelor de putere nu-i ramine decit si aleagd element cu element dupd tabele si
carateristicile de catalog. Insa alegerea optima prevede, utilizarea la maxim a capacititilor elementului ales,
in caz contrar se vor cheltui finante suplimentare.

Supraincarcarea ventilelor este strict interzisa (macar ca curentul admisibil este de 5-10 ori mai mare
decit cel nominal), deoarece in regim de sarcind cel mai mult conteazad temperatura cristalului, care
reprezintd criteriul unic in alegerea optima a ventilui cu rezervd de putere justificatd. Calculul si alegerea
modulelor IGBT se face dupa consecutivitatea:

» Calculul piederilor statice de putere in tranzistorul IGBT
Pp = Icay X Ucp(@Ig)
unde:
Icay— valoarea medie a curentului colectorului pe durata impulsului;

Uce(@ I¢) — tensiunea de saturatie la aceeasi valoare a curentului colectorului, poate fi determinata din
caracteristica de catalog Ucg =f(I¢).

» Calculul piederilor dinamice de putere in tranzistorul IGBT
Pow = E(@I:@R,) x F,,
unde:

Es (@ Ic@ R,) — energia sumara de pierderi la comutare, poate fi determinatd din caracteristica de catalog
E=f(Ry) s1 Ex=f(Ic); Fe — frecventa de lucru.

» Puterea disipati pe dioda antiparaleli

unde:
Ipm — valoarea curentului diodei pe durata impulsului;
Uce(@ I¢) — tensiunea pe dioda la aceeasi valoare a curentului Igy.

» Calculul temperaturii cristalului

Ty = Ppmeor) % Zinge + Te
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unde:
Ppmpr) — suma pierderilor de putere pe durata de conductie a impulsului t,;  Zgyc — impedanta termica
din caracteristica de catalog (fig 1.1).
Tc — temperatura carcasei modulului IGBT, care se determina dupa relatia:
Te=Pu X Rypes + T =
— D o D . D A
T Ay A ARpes T Bypsa/ T L,
unde:
P4v—puterea medie disipatd de modulul IGBT; Ry,cs — rezistenta termica carcasa-radiator, Rysa —
rezistenta termica radiator-mediu ambiant, Ts — temperatura mediului ambiant.
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Fig. 1.1 Valorile impendantei termice a IGBT-ului si diodei antiparalele a modului SKM200GB128D
pentru diferite valori a impulsului t, si coeficientului de umplere D. [1]

» Alegerea schemei de forti a convertorului penrtru alimentarea SRM
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Fig. 1.2. Scheme de forta a convertorului : a) punte asimetricd; b) punte asimetrica cu partajarea ventilelor;
¢) punte asimetrica cu ventile comune pentru toate fazele ; d) convertor cu condensator de descircare; ¢)
convertor cu doua ventile pe faza invers conectate.
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Fig. 1.3. Starea de conductive a vetilelor unui modul: a) current direct; b) current invers.
» Calculul si alegerea driver-ului [2]

Sarcina portii se calculeaza dupa relatia:
Q=\idt=cau

unde capacitatea condensatorului de intrare:
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Calculul puterii driver-ului:

unde: AU — valoarea maxima a tensiunii de comanda.

Curentul portii se calculeaza dupa relatia:
IG'(max) - AU/RG(

unde: Rgmin) — rezistenta minima a portii din datele de catalog.

min)*

Driver-ul se alege din urmatoarele conditii:
a) S asigure suficient puterea de iesire
b) Curentul maxim de iesiresd fie egal sau mai mare decit curentul de intrare a portii.

1

Fig. 1.4 Schema de fortd, de comanda si de monitorizarea a curentului.
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